
ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 

Кремниевые диодные матрицы полупроводниковые 
2ДС627А/ББ 

2ДС627А/ББ «ОСМ» 

АЕЯР.432120.515 ТУ, РД В 22.02.218 (для 

«ОСМ») 
 

Особенности 

- керамикополимерный корпус 401.16-3 

БЧО.487.005 ТУ. 
 

Применение 

- предназначены для работы в аппаратуре спе-

циального назначения. 
 

Предельно допустимые значения параметров  
Наименование 

параметра,  
единица измерения 

Бук-
венное 

обо-

значе-
ние 

Норма 
не 

более 

При-
меча-
ние 

Максимально допустимое посто-
янное обратное напряжение, В 

Uобр.макс 50 1 

Максимально допустимое повто-
ряющееся импульсное обратное 

напряжение (при τи≤2 мкс 
и Q≥10), В 

Uобр.и.макс 60 1, 2 

Максимально допустимое непо-
вторяющееся импульсное обрат-
ное напряжение, В 

Uобр.и.нп 70 1, 2 

Суммарный максимально допу-
стимый средний прямой ток через 

все диоды или любой одиночный 
диод, А 

Iпр.ср.макс 

 

3 
- при температуре окружающей 
среды от минус 60 до 50°С 

0,2 

- при температуре окружающей 
среды 125°С 

0,08 

Максимально допустимый дей-

ствующий прямой ток для каждо-
го диода, А 

Iпр.д.макс 

 

3 - при температуре окружающей 
среды от минус 60 до 50°С 

0,2 

при температуре окружающей 
среды 125°С 

0,08 

Суммарный максимально допу-
стимый импульсный прямой ток 
при длительности импульса не 
более 10 мкс без превышения 
Iпр.ср.макс через любое число дио-
дов ДМП или любой одиночный 
диод, А 

Iпр.и.макс 

 

3 

- при температуре окружающей 
среды от минус 60 до 50°С 

1,5 

- при температуре окружающей 
среды 125°С 

0,75 

Максимально допустимый удар-
ный прямой ток для каждого дио-
да, А (при температуре окружа-

ющей среды 25±10ºС) 
(при τи≤10 мкс и Q=50) 

Iпр.уд.макс 2,5 4 

Максимально допустимая темпе-

ратура перехода, С 
Tj 155  

Примечания  
1 Для всего диапазона рабочих температур. 
2 Длительность импульса определяется на уровне обратного 
напряжения 60 В. 
3 Значения Iпр.ср.макс, Iпр.д.макс, Iпр.и.макс в диапазоне температур 

окружающей среды от 50 до 125 С снижается линейно. 
4 При температуре окружающей среды (25±10) ºС. 

 

Габаритный чертеж 

 

 
 

Принципиальная схема 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 
 

Наименование пара-
метра, единица измере-

ния 

Буквен-
ное 

обозна-
чение 

Норма  Режим измерения 

Постоянный обратный 

ток и его стабильность 
для каждого диода, мкА Iобр ≤2 

Uобр=50 В 

Постоянное прямое 
напряжение для каждо-
го диода, В Uпр 

≥0,85 
≤1,15 

Iпр=200 мА 

Время обратного вос-
становления ДМП каж-

дого диода, нс 

tвос ≤40 

Iпр.и=200 мА, 
Uобр.и=20 В, 

Iобр.отсч=10 мА, 
dIпр.и/dt = 
25А/мкс 

Общая емкость каждо-
го диода при нулевом 
смещении, пФ 

Сд ≤5 

 

Импульсное прямое 
напряжение для каждо-
го диода, В Uпр.и ≤4 

Iпр.и = 1 А, 
τи= 10 мкс, 

Q=500 

Дифференциальное 
сопротивление каждого 
диода в открытом со-

стоянии, Ом rД ≤10 

Iпр =100 мА 

Тепловое сопротивле-
ние переход-среда каж-

дого диода, °С/Вт RТ ≤200 

 

 

 


